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１．概要（Summary） 

微細構造を用いた光学フィルターの開発において、透

明電極膜を成膜する必要があり ALD（Atomic layer 

deposition）プロセスを選定した。我々は基板上に透明

電極となる Al ドープの ZnO を成膜することを目的として

北海道大学のナノテクノロジープラットフォームの原子層

堆積装置を利用した。条件最適化の結果、目標膜厚の均

一成膜に成功した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

原子層堆積装置(Picosun SUNALE R-series) 

・実験方法 

基板上に膜厚条件を振った Al ドープ ZnO を成膜しシ

ート抵抗の膜厚依存性を確認した。その後、最適化した

成膜温度条件で Al ドープ比率の条件振りを行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

膜厚とシート抵抗の結果の関係から目標膜厚を決め、

サンプルに成膜を行い、表面に均一に成膜できることを

確認した(Fig.1 参照)。さらに、Al ドープ比率の条件振り    

   

 

 

 

を行い、装置メーカー提供の文献結果と同等の導電率を

得ることができた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本研究は、文部科学省 科学技術振興調整費 先端融

合領域イノベーション創出拠点形成プログラム「マイクロシ

ステム融合研究開発拠点」の一環として実施したものであ

る。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

Fig. 1 Cross-sectional image of ZnO film 
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